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またGe卜xSbx合金系と同様 Txは組成依存性を持って連続的に変化するが, 0･1<tr の組
成範囲ではSn濃度の増加に伴い2/3則からは次第にずれていく｡ 本稿では,このような
Txの組成依存性を持った連続的変化をアモルファス構造の反映 としてとらえ,continuous-
random-network(CRN)モデルを基本概念 とした簡単なアモルファス構造モデル,および
その結晶化モデルを導入した議論を行 う中で,少なくともGel_JSb∬合金系のアモルファス構
造には今回示した構造モデルが適当であることを示した｡
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